Многолучевой заземлитель в многослойном грунте.
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Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью и выше 1 кВ с изолированной нейтралью.

Расчетный ток замыкания на землю: Iзо = 30 А.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 77,4 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 2,23 Ом.

Заземляющее устройство представляет собой многолучевой заземлитель, расположенный в многослойном грунте.

Конструкция заземлителя - сталь полосовая 0,02x0,006 м с шириной полосы В = 0,02 м, что соответствует диаметру D = 0,5*B = 0,01 м.

Длина отдельного луча: l = 25 м.

Количество лучей заземлителя: N = 4 шт.

Общая длина лучей: L = N*l = 4*25 = 100 м.

Глубина заложения заземлителя: Т = 0,5 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 100 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; 

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 75 Ом м; толщина слоя Н2 = 1,5 м; 

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 50 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м; 

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 45 Ом м; толщина слоя Н4 = 14,5 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 0,2*L+T, м, но не более 10 м;

Hрасч. = 0,2*100+0,5 = 20,5 м.

Так как Hрасч.>10 м, то Нрасч.=10 м.

Так как Т<H1, то верхний слой двухслойной модели земли полностью располагается в слое № 1 многослойного грунта.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = H1 = 2 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели земли:

1Э = 1 = 100 Ом м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э, м;

H2Э = 10-2 = 8 м.

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

2Э = (2*H2 + 3*H3 + 4*H4") / H2Э, Ом м;

2Э = (75*1,5 + 50*2 + 45*4,5) / 8 = 51,88 Ом м.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 100 / 51,88 = 1,928.

Относительная глубина заложения лучевого заземлителя:

(H1Э-T)/L = (2-0,5)/100 = 0,015.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=1,928; (H1Э-T)/L=0,015):

Э/2Э = 1,492.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,492*51,88 = 77,4 Ом м.

Коэффициент использования лучей: Ки = 0,74.

Сопротивление лучевого заземлителя:

R = [Э/(2*П*l) * Ln(l 2 /(T*D))] / [N*Ки], Ом.

R = [77,4/(2*3,14*25) * Ln(25 2/(0,5*0,01))] / [4*0,74] = 1,95 Ом.

Так как R <= Rтреб., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.

